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SPOSOB WYKONANIA POLPRZEWODNIKOWEGO MOSTKA TENSOMETRYCZNEGO

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wykonania pétprzewodnikowego mostka tensometrycznego charakte-
ryzujacego si¢ niewielkimi wymiarami, duza czutoscia i dobrymi wtasciwosciami temperaturowymi.

Znany dotychczas sposéb wykonania pétprzewodnikowego mostka tensometrycznego polega na wytworze-
niu w monokrystalicznym pétprzewodnikowym podtozu, najczesciej. krzemowym, rezystoréw dyfuzyjnych sta-
nowiacych galezie mostka. Byly tez robione préby wykonania p6tprzewodnikowego mostka tensometrycznego
przy wykorzystaniu cienkich polikrystalicznych warstw germanu otrzymywanych metoda naparowywania.

Warstwy germanowe charakteryzuja si¢ jednak mala powtarzalnoscia, duza niestabilnoscia czasowa oraz
matym zakresem temperatur w ktérych mogg by¢ stosowane. Lepszym materiatem jest krzem ale jego naparowa-
nie jest bardzo trudne ze wzgledu na wysoka temperature topnienia, jak réwniez ze wzgledu na tatwos¢ taczenia
si¢ krzemu .z tlenem, co w konsekwencji prowadzi do bardzo duzego zanieczyszczenia dwutlenkiem krzemu
otrzymywanych ta metoda warstw krzemu.

Znana jest metoda pirolitycznego osadzania domieszkowanych warstw krzemu i dwutlenku krzemu. Wyko-
rzystywana jest ona jak dotychczas tylko przy produkcji scalonych uktadéw MOS. Prowadzone s3 proby wyko-
rzystania otrzymywanych ta metoda domieszkowanych polikrystalicznych warstw krzemu jako Zrédta domie-
szek do dyfuzji obszaréw w gtab monokrysztatu.

Sposéb wedtug wynalazku polega na tym, Zze w pierwszym etapie na sprezyste podloze nanosi si¢ metoda
pirolizy cienka warstwe dwutlenku krzemu nastepnie kolejno nanosi si¢ réwniez metoda pirolizy polikrystaliczna
warstwe krzemu i naparowuje si¢ warstwg metalu. Po czym maskuje si¢ obszary tensorezystor6w oraz obszary
metalizacji i wytrawia si¢ warstwe metalu oraz polikrystaliczng warstwe krzemu w niezamaskowanych obszarach.
Kolejna maska zastania si¢ obszary metalizacji i wytrawia si¢ tylko warstwe metalu z nieprzykrytych obszaréw.
W drugim procesie trawienia obszary polikrysztatu krzemu nie sa nadtrawiane. Tak otrzymang strukture mostka
korzystnie jest pokry¢ warstwa dwutlenku krzemu.

Korzysci techniczne wynikajace z zastosowania rozwiazania wedtug wynalazku polegaja na tym, ze tak
otrzymany pétprzewodnikowy mostek tensometryczny charakteryzuje si¢ mata czutoscia na wptywy tempera-
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tury oraz duzg czuloscia tensometryczng. Ponadto parametry wytwarzanych ta metoda mostkéw p6tprzewodni-
kowych sa bardzo powtarzalne.

Rozwigzanie wedtug wynalazku pozwala na wytworzenie mostka tensometrycznego na dewolnym podto-
zu, natomiast dotychczas powszechnie produkowane mostki ztozone z rezystoréw dyfuzyjnych wytwarzaé mo-
zna tylko na podtozu krzemowym, co w istotnym stopniu ogranicza ich zakres stosowania.

Przedmiot wynalazku zostanie blizej objasniony w przyktadzie wykonania uwidocznionym na rysunku,
ktéry przedstawia przekrdj fragmentu struktury mostka tensometrycznego po kolejnych etapach wykonania,
odpowiednio fig. 1+ fig. 5

Na sprezystym podtozv 1 metoda pirolizy silanu csadza si¢ warstwa dwutlenku krzemu 2 o grubosci 0,5 do
1 um. Proces prowadzony w temperaturze 300°C i w atmosferze tlenu powoduje rozktad silanu. Kolejnym eta-
pem jest osadzenie polikrystalicznej warstwy krzemu 3 o grubosci 1 um metoda pirolizy silanu w temperaturze
okoto 850°C i w atmosferze wodoru. Nastgpnie na cato$¢ nanosi si¢ przez naparowanie warstwe miedzi 4
o grubosci 0,5 do 1 um. Po czym naktada si¢ fotomaske 5, naswietla si¢ ja i wywotuje. Maska przykrywa obszary
tensorezystor6w 6 i obszary metalizacji 7. Obszary niemaskowane wytrawia si¢ w mieszaninie kwasu fluorowodo-
rowego z kwasem azotowym. W kolejnym etapie fotomaske 8 naktada si¢ w ten sposGb, aby przykrywata tylko
obszary metalizacji 7 i ptytke wytrawia si¢ w roztworze chlorku zZelaza. W wyniku tego procesu usunigta zostaje
warstwa miedzi z obszaréw nad tensorezystorami 6. Tak wytworzony mostek korzystnie jest pokry¢ warstwa
dwutlenku krzemu 9. Wéwczas w celu wykonania zewnetrznych doprowadzeri nalezy wytrawi¢ okna 10 nad
niektérymi obszarami metalizacji 7.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb wykonania pétprzewodnikowego mostka tensometrycznego bezposrednio na spreZystym podtozu
przy wykorzystaniu metody pirolizy, znamienny tym, ze na sprezyste podtoze (1) nanosi si¢ metoda
pirolizy cienka warstwe dwutlenku krzemu (2), nastgpnie kolejno nanosi si¢ réwniez metoda pirolizy polikrysta-
liczna warstwe krzemu (3) inaparowuje si¢ warstwe metalu (4), po czym w pierwszym etapie maskuje si¢
obszary tensorezystorow (6) oraz obszary metalizacji (7) a nastgpnie wytrawia si¢ warstwe metalu (4) i polikry-
staliczng warstwe krzemu (3), a w drugim etapie maskuje si¢ obszary metalizacji (7) i wytrawia si¢ tylko warstwe
metalu (4), przy czym tak otrzymana strukture mostka pokrywa si¢ ewentualnie warstwg dwutlenku krzemu (9).
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